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DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0721254/CA



Agradecimentos
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Resumo

Calil, Vanessa Luz; Cremona, Marco (Orientador); Legnani,
Cristiano (Co–Orientador). Desenvolvimento de substratos
poliméricos avançados para aplicação em dispositivos
orgânicos flex́ıveis. Rio de Janeiro, 2010. 109p. Dissertação
de Mestrado — Departamento de F́ısica, Pontif́ıcia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

Neste trabalho, desenvolveram-se dois tipos de substratos flex́ıveis

para dispositivos orgânicos. Para tal, usou-se o termoplástico comercial de

alto desempenho, poli(éter imida) (PEI), e a celulose bacteriana (CB), um

poĺımero natural e biocompat́ıvel comumente utilizado como pele artificial.

Os filmes de PEI foram fabricados com boa transparência óptica no viśıvel,

flexibilidade e ausência de poros, enquanto os filmes de CB foram utilizados

como recebidos. Filmes finos de óxido de ı́ndio dopado com estanho (ITO)

foram depositados sobre os filmes, utilizando a técnica de rf-sputtering, a

fim de torná-los condutores elétricos para serem utilizados em dispositivos.

Os valores de resistividade elétrica dos substratos modificados foram apri-

morados através da variação dos parâmetros de deposição dos filmes de ITO.

Os menores valores de resistividade alcançados foram 3, 27 × 10−4 Ω · cm
para os substratos de PEI e 3, 70× 10−4 Ω · cm para os de CB, comparáveis

ao valor alcançado para os substratos de vidro (3, 66×10−4 Ω · cm), utiliza-

dos como referência. Além disso, devido às ótimas propriedades térmicas da

PEI, os filmes de ITO sobre este material e sobre vidro passaram por um

tratamento térmico a fim de baixar ainda mais o valor da resistividade. Após

este tratamento, os valores de resistividade baixaram para 2, 88×10−4 Ω·cm
e 3, 41× 10−4 Ω · cm, para a PEI e o vidro, respectivamente. Os resultados

obtidos são comparáveis ou melhores àqueles obtidos por outros autores

em diferentes substratos, com e sem tratamento térmico, e mostraram-se

promissores para o desenvolvimento de dispositivos orgânicos flex́ıveis.

Palavras–chave
Dispositivos orgânicos; eletrônica flex́ıvel; óxidos condutores trans-

parentes; OLED; filmes finos; pulverização catódica; poli(éter imida);

celulose bacteriana.
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Abstract

Calil, Vanessa Luz; Cremona, Marco (Advisor); Legnani, Cristiano
(Co–Advisor). Development of advanced polymeric substra-
tes for application in flexible organic devices. Rio de Janeiro,
2010. 109p. MSc Dissertation — Departamento de F́ısica, Pontif́ıcia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

In this work, it has developed two types of flexible substrates for orga-

nic devices. For this purpose, it was used the commercial high-performance

thermoplastic, poly(ether imide) (PEI), and a natural and biocompatible

polymer commonly used as artificial skin, bacterial cellulose (BC). PEI

films were fabricated with good optical transparency in the visible range

of spectra, flexibility and absence of pores, while the CB films were used

as received. Thin films of indium tin oxide (ITO) were deposited on those

films using rf magnetron sputtering in order to turn them electrical conduc-

tors for using in organic devices. The electrical resistivity of the modified

substrates was improved by varying the ITO films deposition parameters.

The lowest achieved resistivity was 3.27 × 10−4 Ω · cm for PEI substrates

and 3.70×10−4 Ω · cm for CB substrates, comparable to the reference subs-

trate (glass) 3.66 × 10−4 Ω · cm. In addition, due to the excellent thermal

properties of PEI, ITO films on this material and on glass substrates were

thermally treated to further improvement of its electrical properties. After

this treatment, the resistivity values decreased to 2.88 × 10−4 Ω · cm and

3.41× 10−4 Ω · cm for PEI and glass substrates, respectively. The obtained

results are comparable or better than those obtained by other authors on

different substrates, with and without heat treatment, establishing these

materials as outstanding substrates for the development of flexible organic

devices.

Keywords
Organic devices; flexible electronics; transparent conducting oxides;

OLED; thin films; magnetron sputtering; poly(ether imide); bacterial

cellulose.
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à estrutura cristalina do ITO. 73
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4.19 Propriedades elétricas dos filmes de ITO depositados à 50 W de
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entre 25◦ e 40◦ onde estão indicados os picos do ITO (222) e (400). 92

4.35 Propriedades elétricas do filme de ITO sobre CB em função da
pressão de trabalho. Potência de rf de 50 W. 94

4.36 Espectro de raios-X dos filmes de ITO sobre CB depositados a
diferentes pressões de trabalho e potência de rf de 50 W. Entre
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cristalina do filme de ITO. 94

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0721254/CA



4.37 Propriedades elétricas dos filmes de ITO sobre CB depositados a
50 W de potência de rf em função da pressão de trabalho (superiores
a 6,7×10−2 Pa). 95

5.1 OLED preliminar fabricado sobre substrato de a) PEI e b) CB.
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teŕısticas do filme depositado sobre vidro. 74
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